DMOPV - Domieszkowanie tlenkéw metali ze szczegélnym uwzglednieniem tlenku miedzi metoda
powlekania natryskowego, w celu zmniejszenia jego rezystywnosci do zastosowania w
cienkowarstwowych heteroztgczowych i perowskitowych ogniwach stonecznych
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Wyzwaniem wspdtczesnego swiata jest ochrona srodowiska i globalne ograniczenie zuzycia energii
elektrycznej, ktére prowadzi do jego zanieczyszczenia. W zwigzku z tym konieczne jest zwiekszenie
udziatu alternatywnych Zrddet energii w catkowitej Swiatowe] produkcji. Mozna to osiggnac
maksymalizujgc uzyski energii przy minimalizacji kosztéw jej pozyskania. Stad gtéwnym kierunkiem
rozwoju dziedziny jakg jest fotowoltaika jest wdrazanie zaawansowanych technologii do taniej i
wysokowydajnej produkcji ogniw i modutéw stonecznych. Jednym z perspektywicznych materiatow,
ktéry moze znaleZ¢ zastosowanie w wielu typach ogniw stonecznych jest tlenek miedzi otrzymywany
metodg powlekania natryskowego. Tlenki miedzi sg potprzewodnikami typu p o energii pasma
wzbronionego 1,2 — 2,6 eV. Charakteryzujg sie wysokim wspétczynnikiem absorpcji w zakresie
widzialnym, wysoka stabilnoscia chemiczng, sg tanie i nietoksyczne. Z tych powoddw s3 one
obiecujgcymi materiatami do zastosowania w urzadzeniach optoelektronicznych, takich jak
fotodetektory czy ogniwa stoneczne. Wadg jest jednak ich wysoka rezystywnos¢, typowo w zakresie
10! — 10* Qcm dla metod osadzania fizycznego i nawet 10° Qcm dla technik chemicznych. Dlatego
wazna jest poprawa wtasciwosci transportu elektrycznego w powtokach CuOx. Efektywne zmniejszenie
rezystywnosci warstw tlenkédw metali uzyskuje sie poprzez ich domieszkowanie. W wyniku
prowadzonych prac eksperymentalnych wapn i potas zostaty wyselekcjonowane jako perspektywiczne
domieszki tlenku miedzi. Otrzymane materiaty zostaty scharakteryzowane optycznie, strukturalnie,
elektrycznie i morfologicznie. Wytworzono réwniez dziatajgce heterostruktury na bazie Cz-Sii CuOx, a
takze prowadzono proces implementacji tlenku miedzi do ogniw perowskitowych w roli HTL (Hole
Transporting Layer).



